
図 1. InSb(▲)と Si検出器(■)での 

測定電流値. 
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緒言 化合物半導体InSbはSiやGeに比べて原子番号がIn:49、Sb:51、密度が5.78 gcm
-3と大きく、

バンドギャップエネルギーが0.165 eVと小さい。このため放射線検出器の母材としてInSbを用い

ると、従来のSi、Ge半導体検出器より検出効率、エネルギー分解能が優れると考えられる[1]。こ

れまでの研究ではInSb検出器をパルスモードで動作させ、密封線源を使用したα線、γ線のエネル

ギースペクトル測定を行なってきた。5.5 MeVのα線に対して1.5 %のエネルギー分解能が得られた。

またγ線を検出できたが光電ピークは観察されていない。一方で、InSb検出器を電流モードで動作

させれば電子、正孔の移動度がSiよりそれぞれ高いため、X線測定において電流値はSi検出器の約

200倍になると期待される。X線透過撮影やCTに応用できれば低被曝化が可能となる。 

実験 放射線検出器作製に使用したInSbウエハーは厚さ400 μmの種結晶の上に液相エピタキシ

ャル(LPE)法で115 μmのLPE層を結晶成長させたものを用いた。1 mm角に切り出したウエハーにエ

ッチング液(48 % HF:30 % H2O2:Ethylene Glycol = 1:1:10) を用いて90秒間表面処理を行った。その

後、LPE面にAlを57 nm蒸着して整流接触を形成し、反対面にはInを150 nm蒸着してオーミック接

触とした。比較のため表面障壁型のSi検出器を作製した。InSb検出器をクライオスタットの鞘内

部に設置し液体Heで4.2 Kに冷却した。クライオスタット

の鞘にある厚さ0.5 mmのAl窓を通し、X線管からX線を入

射させた。管電圧は120 kV一定とし、管電流を変化させ

電流値を測定した。Si検出器を同様にクライオスタット

に設置し、室温で測定を行った。 

結果 図1にInSb検出器とSi検出器で測定された電流

値を示す。各電流値は1秒測定を200回行った平均値であ

る。管電流に対する測定電流値の変化から今回作製した

InSb検出器はSi検出器の7.7倍高い電流値を出力したこと

が分かった。InSb検出器で241
Amのα線のエネルギースペ

クトルの測定を行ったところ、図2のようにピークが長く

尾を引いており、キャリアが捕獲や再結合により失われ

たと考えられる。電流値測定の際も同様のキャリア損失

が起こり、電流値が理論値より低くなったと考えられる。 
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